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AlGaN/GaNヘテロ構造に対するオーミック接触は, 金
属堆積とアニールにより形成される. このとき, オーミッ
ク金属下AlGaN/GaNヘテロ構造の電気的特性はオーミッ
ク接触形成前から変化する. オーミック金属下の半導体
のシート抵抗を測定するために, end contact resistance

法や floating contact resistance法 [1-3] が用いられてき
たが, これらの手法ではキャリア密度および移動度を評価
することができない. 本研究では, 多端子ホール素子 [4]

を作製し, オーミック金属下 AlGaN/GaNヘテロ構造の
多端子ホール測定を行った. その結果, オーミック金属下
AlGaN/GaNヘテロ構造のシート抵抗 ρs, シート電子密
度 ns, 移動度 µs をすべて評価することが可能となった.

サファイア基板上 Al0.24Ga0.76N(20 nm)/GaN(3000

nm)ヘテロ構造を用い, 図 1に示す多端子ホール素子を作
製した. 素子AにはTi/Al/Ti/Auオーミック金属 (コンタ
クト抵抗Rc = 0.93 Ωmm),素子BにはTa/Al/Taオーミ
ック金属 (Rc = 0.45 Ωmm)が−100 µm ≤ x ≤ +100 µm,

−10 µm ≤ y ≤ +10 µm の領域に形成されている. これ
らのオーミック金属は蒸着および 575 ◦C アニールによ
り形成した. また比較のため, 上記の領域にオーミック
金属を形成しない素子 Cも作製した. 図 1に示すように,

電流 J0 に対する電圧 VL (磁場 B = 0) および電圧 VH

(磁場 B = 0.32 T) の位置 x依存性を測定した. 図 2に
VL(x)/J0 の, 図 3に VH(x)/J0 の測定結果を示す. 素子
Aおよび Bの測定結果に対し伝送線路モデルに基づく解
析 [4]を行うことで, オーミック金属下における ρs, ns, µs

を得た. また, 素子 Cの測定結果から, オーミック金属が
形成されていない領域の ρs, ns, µsを得た. 得られた結果
を表 1にまとめる. Rc の低下に伴い ns が大きく増加し
ていることがわかる. また ns と µs の相関を図 4に示す.

ns の増加には µs の低下がともなうことがわかる. この
ときの µsはイオン化不純物散乱を考慮した場合よりも高
く, オーミック金属が半導体に与える歪みに起因する分極
ドーピング [5]が nsの増加に寄与することが示唆された.

多端子ホール測定は, オーミック金属下における半導
体の ρs, ns, µs すべての評価を可能にする有用な手法で
ある.
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図 1: 多端子ホール素子の素子構造.

図 2: VL(x)/J0 の測定結果.

図 3: VH(x)/J0 の測定結果

表 1: AlGaN/GaNヘテロ構造の電気特性.
Rc ρs ns µs

[Ωmm] [Ω/□] [1013 cm−2] [cm2/V-s]

A 0.93 ± 0.1 330 ± 40 5.5 ± 0.7 350 ± 20
B 0.45 ± 0.1 400 ± 50 9.3 ± 1.2 170 ± 10
C - 530 0.73 1600

図 4: 電子密度と移動度の相関.
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